Kolokvium FJFI: Karbid kremiku - od vyroby
po aplikace v modernich technologiich
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Anotace: Karbid kfremiku (SiC) je typickym zastupcem materiala s Sirokym zakazanym
pasem, jehoz vyjimecné vlastnosti—kombinujici vysokou tepelnou vodivost, radiacni a
chemickou odolnost spolu se specifickymi elektrickymi charakteristikami—z néj ¢ini
idealni material pro narocné aplikace ve vykonové elektronice. Cilem prednasky je shrnout
zakladni strukturni a fyzikalni charakteristiky SiC, porovnat jej s kremikem a predstavit
technologie pouzivané pri vyrobé soucastek na bazi SiC.

Velmi stru¢ny Zzivotopis: Radim Ctvrtlik je ¢lenem R&D tymu ve spole¢nosti onsemi - ON
Semiconductor Czech Republic, kde se specializuje na vyvoj technologie epitaxialniho rastu vrstev
karbidu kremiku (SiC) metodou CVD a jejich charakterizaci. Je absolventem Univerzity Palackého v
Olomouci, kde ziskal diplom z aplikované fyziky a metrologie a nasledné doktorat z oblasti depozice
a charakterizace tenkych vrstev. Svuj multidisciplinarni vyzkum provadél ve Fyzikalnim tstavu
Akademie véd CR v Praze a na Virginia Polytechnic Institute and State University (VA, USA). Také
pusobil jako odborny asistent na Univerzité Palackého.
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